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【はじめに】βパイロクロア型 CsW2O6は，唯一のパイロクロア型 W酸化物であり，その大きな

スピン軌道相互作用，磁気的なフラストレーション，Cs+イオンのラットリングなどに起因した創

発的物性の発現が期待されている．実際に金属-絶縁体転移（MIT）を示し，その特異な機構がク

ローズアップされているが [1]，良質な試料が得られにくい問題があった．最近，我々は高品質な

単結晶薄膜の合成に成功し，各種測定から Cs+イオンのラットリングが関与した電荷不均化の機構

を明らかにした [2]．本研究では，ホールドープが電子状態に与える影響を検討した． 

【実験】Cs2CO3，WO3，Ta2O5粉末の混合・焼結によって得られた CsTaxW2-xO6+δを原料ターゲッ

トに用い，パルスレーザ堆積法により YSZ (111)基板上に CsTaxW2-xO6 (x = 0, 0.2, 0.5) 薄膜を作製

した．4端子法により電気特性を，放射光光電子分光測定により電子状態を調べた． 

【結果と考察】CsTaxW2-xO6薄膜の抵抗率の温度依存性を Fig. 1に示す．Ta組成の増加に伴って抵

抗率が上昇するとともに，200 K付近のMITが抑制され，x = 0.5では単なる熱活性化型の挙動を

示した．価電子帯スペクトルの変化は，電気特性と一致しており，x = 0.5においてフェルミ準位

上の状態が完全に消失した（Fig. 2）．これらの結果は，W 5d電子数の減少と元素置換による格子

の乱れに起因すると考えられる．一方で，x = 0.2では 200 K付近のMITや高温側の金属相が完全

には消失しておらず，電子数の変化に対して電荷不均化の機構が堅牢であることが示唆される．

講演では内殻スペクトルの結果と併せて，ホールドープの効果とMITについて議論する． 
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Fig. 1 Temperature dependence of resistivity 

for CsTaxW2-xO6 films. 

Fig. 2 Valence-band spectra of CsTaxW2-xO6 films. 

The inset shows magnification near EF. 
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